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１．概要（Summary） 

現在，圧力センサを搭載する製品の小型化・高性能

化・多機能化に伴って圧力センサの小型化・高感度化が

要求されている．そこで，今回は高感度化に着目し，複数

の圧力検出方式の中で最も高感度化が期待できる静電

容量式を採用した．提案する圧力センサの構造を Fig. 1
に示す。Fig. 1 は、大きな円形の中心に小さな円形の非

エッチング領域を残すことでダイアフラムがドーナツ型[1]
のように変形する。円形ダイアフラムと比較すると、ダイア

フラム面積に対して最も変形する領域の割合が大きいた

め、静電容量の感度を向上させることができる。 
 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 

高速大面積電子線描画装置 
高速シリコン深掘りエッチング装置 
気相フッ酸エッチング装置 
ステルスダイサー 

【実験方法】 
試作する MEMS 圧力センサの一連のプロセスを Fig. 

2に示す。今回提案したプロセスの特徴は、真空封止にシ

リコン直接接合を用いている点である。そのため、ウェハ

の剥離への対策として、ダイシングのプロセスにはステル

スダイサーを用いた。 
 

 
Fig. 1 Proposed pressure sensor’s structure 

 

Fig. 2  Fabrication Processes 
 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 2 に示すプロセスで試作した MEMS 圧力センサ

チップを Fig. 3 に示す。ダイアフラムがドーナツ型に変形

している様子が確認できる。 

 
Fig. 3  Fabricated MEMS Pressure sensor chips 
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